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本体 附属書 B 
B.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(µ /ρ)M,λP：試料 M に入射する X 線の質

量吸収係数［2］ 
 
γA：元素 A の当該殻の吸収端における

ジャンプ比［2] 
 

ωA：元素 A の当該殻の蛍光収率［2,3,4]
 
gL：測定されたスペクトル L の相対遷移

確率［5］ 
 

 
(µ /ρ)M,λP：試料 M に入射する X 線の質

量吸収係数［1］ 
 
γA：元素 A の当該殻の吸収端における

ジャンプ比［1] 
 

ωA：元素 A の当該殻の蛍光収率［1,2,3]
 
gL：測定されたスペクトル L の相対遷移

確率［4］ 
 

 附属書 E 
E.2 
 
 
E.3 
 

 
フィルム状汚染のアングルスキャン

［6,15］ 
 
粒子状汚染のアングルスキャン［12］ 
 

 
フィルム状汚染のアングルスキャン

［5,14］ 
 
粒子状汚染のアングルスキャン［11］ 
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